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【緒言】InNは化合物半導体の中でも高い電子移動度とピーク電子速度を示し、高速・高周波電子

デバイスへの応用が期待されている。このような優れた電気特性を有するにも関わらず、エピタ

キシャル成長させた InN 薄膜は本質的に残留電子濃度が高く、InN をチャネル層とした電界効果

トランジスタ（FET）に関する報告例は限られている。[1-5] InNベースの FETを正常に動作させ

る１つのアプローチとして、我々は InNチャネルを 5 nm以下に極薄膜化することで、シート電子

濃度を低減させることを提案している。[1,4,5] 今回、我々はデバイス構造の自由度を高めるため

に、InNに Gaや Alを添加しバンドギャップエネルギーを増大させることで、チャネル層となる

薄膜の残留電子濃度低減を試みた。また、そうして得られた InGaNおよび InAlN薄膜をチャネル

層としたMISFETが正常に動作することを報告する。 

【実験方法】高温アニール処理を施し、表面を原子レベルで平坦化させた YSZ(111)を結晶成長用

基板として用いた。InGaN、InAlN薄膜は PSD法で成長させた。薄膜の In組成は原料のスパッタ

リング出力を精密に制御することでコントロールした。得られた薄膜を XRD, Hall 効果測定など

で評価し、フォトリソグラフィ、電子線蒸着、リフトオフ、ドライエッチング等の通常のデバイ

スプロセスを経て、MISFETを作製した。ゲート絶縁膜には ALD法で堆積した HfO2や PSD法で

堆積した AlNを用いた。 

【結果と考察】InGaN および InAlN 薄膜は特定の温度以上では組成不均一性が顕著となり、単結

晶薄膜が得られないことがわかった。また、InNに Gaや Alを添加するに伴い、単調的に電子濃

度が減少していくことがホール効果測定で確認された。さらに、YSZ基板上に成長した InGaNや

InAlNをチャネル層としたMISFETが通常のFET理論に従う正常な動作を示すことも確認された。

当日は、電気特性の詳細な In組成依存性や、ゲート絶縁膜を変えた際のMISFET特性の変化等に

ついて議論する予定である。 
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